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Übersatzung. bearb. 

Allgemeines 

Die Silizium-Schaltdioden KD 522 A und KD 522 B sind für den Einsatz 

in Schaltungen radiotechnischer Geräte und Anlagen und in der Rechen- 

technik vorgesehen. 

Sie sind in einem Glas-Gehäuse untergebracht. 

Die Masse der Diode beträgt maximal 0,15 g. 
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Betriebsbed en 

Umgebungstemperatur *.. = -60 bis 125 °C 

Grenzwerte 

Kenngrößen Kurz- Wert a 
zeichen KD 522A KD 522H lließbodinsnngnn 

maximale Sperr- . |Uprnax 30 50 Y |tamb 60 .oo 

SpanHUNE ... +125 %C 

maximale Spitzen- |VU, 50 75 Vit_S2 ‚us 

eba a Man e 
; - ... +125 °C 

Imaximaler I %4_ S 10 ‚us 
Spitzendurch- FRMmax P / 

laßstrom 1500 1500 mA tamb > =60 ses 

..s +35 °C 
500 500 tanb = 125 ° 

'|nm:jna'.l.s Sperr- t 150 150 C - 
schichttemperatur jmax r 

Elektrische Kennwerte 

"Wert ; 

Kenngrößen Kurz- KD 522 A KD 522 B Meßbedingungen 
zeichen 

e Sperr- U, 30 50 Y 
Spannung AD 

perrgleich- Ir =2,0 850 [uA (Upngx 

urchlaßgleich- Ug 31,1 21,1 V |Ip= 100 mA 
pannung 

esamtkapazität ( = 4 S4 Un= 0 004 pazı il tot PF Ur 5057 

Die folgenden Kurvendarstellungen sind 'typische Verläufe und tragen 

nur informativen Charakter. 

Durch die Ziffern 1 und,3 wird. die m.öglich(ßt::eubreite auf der 

Basis von 95 % der Bauelemente dargestellt. 
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Bild 2: Durchleßkennlinie bei t.„, = 25 * 10 °C 
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Bild 3: Durchlaßkennlinie bei t,„. = 85 12 °Q
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Bild 4: Durchlaßkennlinie bei t.„, = -55 %2 % 
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Bild 5: .l'bhäng:l;skoi‘t' der Durch- Bild 6: Abhängigkeit der Er- 
laßspannung von der - holladung vom Durch- 
Größe des Spitzendurch- laßgleichstrom 
laßstroms bei & (URI = 10 V) 
Camp = 25 5 10 % 
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Anwendungs- und Betriebshinweise 

Die Dioden können auf unterschiedliche Weise in einem Abstand von 

mindestens 5 mm vom Diodengehäuse 8so angeschlossen werden, daß eine 

Erwärmung über 150 C an einer beliebigen Stelle des Diodengehäuses 

und ein Durchgang elektrischer Impulse durch die Diode ausgeschlos- 

sen werden. . 

Es wird empfohlen, als Wärmeableitung eine Pinzette mit flachen 

Schenkeln, die mindestens 3 mm breit und 2 mm dick sind, zu ver- 

wenden. 

Die Biegung der Anschlüsse ist zulässig in einem Abstand von min- 

destens } mm vom Diodengehäuse, mit einem Biegeradius von mindestens 

1,5 mm. 

Bei der Kontrolle der Kennwerte, bei Prüfungen und während des Be- 

triebes dürfen keine mechanischen Kräfte auf die Verbindungsstellen 

zwischen Anschlüssen und Diodengehäuse wirken, um eine Beschädigung 

dieser Verbindungsstellen zu verhindern. 

Literatur . 
/1/ Polupravodnikovye diody Katalog Cast' 1 (Halbleiterdioden 

Katalog Teil _ 1), 1979, Elorg Moskva, S. 129 
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